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注：* SEMI M��编码规则仅适用于���mm衬底

公司介绍

尺寸属性、术语与方法

湖南三安半导体有限责任公司（简称“三安半导体”）是上市公司三安光电（������CH）的全资子公
司，是一家专注于功率电子领域的制造商，提供功率半导体材料及代工服务。
我们是技术商业化领域的领军者，具备将大直径晶圆和高质量外延技术推向市场的能力与规模，能
够实现大规模量产。
三安半导体在碳化硅和氮化镓材料技术的提升方面拥有长期的卓越经验，我们已向国内外超��家
客户稳定供货，其中 �吋产能年产��万片，�吋产能年产��万片，远期规划产能���万片，主要应用于
SiC MOS，终端应用于汽车、光储充、电源、家电等；

直径
衬底表面的线性尺寸，使用自动光学仪器测量得到每片衬底平均直径。

表面取向
表示衬底表面相对于晶格结构内某一结晶平面的取向情况。表面取向偏离的衬底，其切割方向与主参
考面或切口平行，远离副参考面（若存在的话）。每颗晶体选取规定衬底使用X射线定向仪测量其中心点
的表面取向。

主参考面长度
衬底表面最长直线尺寸，其长度即为主参考面长度，每颗晶体选取一片衬底使用自动光学仪器测量其主
参考面长度（如图�）。

主参考面
晶片上长度最长的参考面，该平面与指定的低指数晶面平行。

主参考面取向
主平面为(�-���)晶面，该平面与<��-��>方向平行，使用X射线定向仪测量。

切口
切口位置平行于<��-��>方向，切口中线位于(�-���)平面内（如图�）。

激光刻字

直径
主参考面

对于硅面抛光衬底，每片衬底的碳面均使用激光进行刻字标记，使用OCR兼容字体并参考SEMI M��标
准定义与规则执行。当主平面或切口朝上时，标记字体保持直立，使衬底装在片盒中易于读取。该编码
包括供应商识别码，以验证衬底的真实性。此外，还包含错误检测的校验码，防止OCR读取错误并减少
类似错误的发生频率。

图�. 直径、主参考面位置，刻字位于碳面， 
适用于���mm硅面抛光碳化硅衬底

正交晶向偏离
在晶体被有意偏离晶向切割时，衬底表面法向矢量与最邻近的特定晶向<��-��>在规定晶面（����）上的
投影之间的夹角。

厚度（中心点）
使用非接触式工具在每个衬底中心测量。

晶型 单晶�H
直径

晶体结构 
带隙

热导率
晶格常数
莫氏硬度

��� mm & ��� mm
六方晶系
�.�� eV

a~�.� W/cm · K @ ��� K       c~�.� W/cm · K @ ��� K 
a=�.��� Å       c=��.��� Å

�

衬底 外延片
�寸 N型
�寸 N型
�寸 光学

�寸 N型
�寸 N型

N型碳化硅衬底

碳化硅散热衬底

高纯半绝缘碳化硅衬底

碳化硅外延片
n型和p型外延层 氮化镓，铝镓氮，铝铟氮外延层

氮化镓外延片

碳化硅光学衬底

中心切口
图�. 切口、刻字位于碳面， 适用于���mm碳化硅衬底
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�英寸空乏型硅基氮化镓外延片

半导体材料 衬底材料 直径
氮化镓 硅 ��� mm

�吋硅基氮化镓外延

产品信息

衬底 硅 <���> 

外延结构 耗尽型

适用范围 �吋硅基氮化镓产品

包装/储存 运输箱包装

表�. �吋硅基氮化镓外延规格

衬底

参数 耗尽型高电子迁移率晶体管

衬底方向 硅<���> 

导电性类别 P

掺杂 硼

厚度 ���� ± �� µm

衬底类型 平边 ��.� ± �.� mm (or 晶圆缺口)

厚度

范围 ﹥� µm

容差值 ± �.� µm

均匀度 ≦� %

表面粗糙度（Rq） < �.� nm（� µm X � µm）

表�. �吋硅基氮化镓外延特性

裂纹

表面微粒 总数< ���ea  光学量测

< �.� mm  光学量测

> �.� µm (E.E. � mm)

参数 规格 测试方法 附注

NA

弯曲度 < �� µm  光学量测 NA

晶体质量
< ��� arcsec X-射线绕射 (���) 半高宽

< ��� arcsec X-射线绕射 (���) 半高宽

氮化硅厚度  < � nm   X-射线反射 NA

本文件所载信息为通用规格；针对客户的特定需求，可依据具体情况进行评估。

本文件所载信息可随时调整，恕不另行通知。

购买方应对三安集成电路产品的选择、选型及使用独立承担责任；三安集成电路对购买方的产品
应用支持及设计工作不承担任何责任。

三安集成电路、三安标识均为三安集成电路的商标。

如需了解更多信息，请联系本公司销售与服务代表。

表�. �吋硅基氮化镓外延电性

重 要 声 明

二维电子气片电阻 < ��� Ω/□ 霍尔量测 NA

二维电子气载子浓度 > �E�� cm-� 霍尔量测 NA

二维电子气迁移率 >���� cm�/Vs 霍尔量测 NA

垂直电性 < � µA/mm� 电流-电压 @���V, 室温

参数 规格 测试方法 附注
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�英寸增强型硅基氮化镓外延片

半导体材料 衬底材料 直径
氮化镓 硅 ��� mm

�吋硅基氮化镓外延

产品信息

衬底 硅 <���>

外延结构 增强型

适用范围 �吋硅基氮化镓产品

包装/储存 运输箱包装

表�. �吋硅基氮化镓外延规格

衬底

参数 增强型高电子迁移率晶体管

衬方向 硅<���>

导电性类别 P

掺杂 硼

厚度 ���� ± �� µm

衬底类型 平边 ��.� ± �.� mm (or 晶圆缺口)

厚度

范围 ﹥� µm

容差值 ± �.� µm

均匀度 ≦� %

表面粗糙度（Rq） < �.� nm（� µm X � µm）

表�. �吋硅基氮化镓外延特性

裂纹

表面微粒 总数< ���ea 光学量测

< �.� mm 光学量测

> �.� µm (� mm E.E.)

参数 规格 测试方法 附注

NA

弯曲度 < �� µm 光学量测 NA

晶体质量
< ��� arcsec X-射线绕射 (���) 半高宽

< ��� arcsec X-射线绕射 (���) 半高宽

空穴浓度 > �E�� cm-�   霍尔量测 NA

本文件所载信息均为通用规格；针对客户的特定需求，可依据具体情况酌情考量。

本文件所载信息可随时调整，恕不另行通知。

购买方应对三安集成电路产品的选择、选型及使用独立承担责任；三安集成电路对购买方的产品
应用支持及产品设计工作，不承担任何责任。

三安集成电路、三安标识均为三安集成电路的商标。

如需了解更多信息，请联系本公司销售与服务代表。

表 �. � 英寸氮化镓外延片电学性能参数

重 要 声 明

二维电子气片电阻 < ��� Ω/□ 霍尔量测 NA

二维电子气载子浓度 > �E�� cm-� 霍尔量测 NA

二维电子气迁移率 >���� cm�/Vs 霍尔量测 NA

垂直电性 < � µA/mm� 电流-电压 @���V, 室温

参数 规格  测试方法 附注


